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光透過型有機薄膜太陽電池の開発

• 有機薄膜太陽電池(OPV)の展開として、
光透過型OPVによる建材一体型の｢窓発
電」や農業ハウスでの利用が注目されて
いる。

• 有機半導体の持つ選択的な波長吸収特性を活かし、光透
過型OPVの作製を可能にするため、上部電極を非加熱成
膜でも導電性が高く、有機発電層に対して低ダメージで
成膜が可能なIndium zinc oxide (IZO)を採用した。

研究の目的

• 現状の素子構造で用いられているp型バッファ層のPEDOT:PSS

が強酸性であるため、IZOを劣化させる課題がある。

➢ 本研究では、光透過型OPVに適したIZO膜の最適化を
行う。また、p型バッファ材料であるPEDOT:PSSの代
替として酸化物半導体を導入し、OPVの発電特性に対
する有効性を検証した。

• OPVの上部電極にIZOを使用する際、発電層の吸収領域におい
て高い透過性かつ低抵抗な膜を設計する必要がある。

♦ p-buffer materials 

【素子構造】

① Glass/ITO/ZnO/P3HT:PC61BM/MoO3/IZO

② Glass/ITO/ZnO/P3HT:PC61BM/NiO/IZO

【OPV作製方法】

♦ MoO3･･･真空蒸着法

♦ P3HT :PC61BM･･･スピンコート法 (N2置換)

《 n型バッファ層》

♦ ZnO･･･スピンコート法 (大気中)

♦ IZO･･･対向式DCマグネトロンスパッタ法

《 p型バッファ材料の検討 》

《有機発電層》

③ Glass/ITO/ZnO/P3HT:PC61BM/WO3/IZO

♦ NiO [2], WO3 [3]･･･スピンコート法 (大気中)

《 p型バッファ層 》
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【IZO成膜方法】

●成膜時間依存性

《 IZO成膜結果 》

➢ 成膜時間30 minでは、透過率84.1%かつ表面抵抗値54.6 Ω/☐
となった。

●ターゲットー基板間距離 (T-S)
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➢ T-Sを60 mmにすると、透過率82.4%かつ表面抵抗値42.8 Ω/☐
の良好な膜質が得られた。

● 酸化物半導体の検討

《 光透過型OPV作製結果 》

➢ WO3を用いた素子は、MoO3とNiOを用いた素子に比べて1.60%

と最も高い変換効率を得られたことを確認した。
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1) 光透過型OPVの上部電極に適したIZO膜の成膜条件
は、成膜時間を30 min･T-Sを60 mmにすることで、
透過率は82.4％と高く、表面抵抗値は42.8 Ω/☐と低
い抵抗値を得ることを確認した。

2) PEDOT:PSSの代替として3種類の酸化物半導体材
料MoO3, NiO, WO3を検討した結果、WO3を用いた
素子が1.60%と最も高い変換効率を確認した。
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